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Abstract

The cluster ion beam irradiation induces formation of high-density point defects under cascade damage and
high-efficiency spurring. Si and Ge surfaces were irradiated with Cgo beams with two different energies of 540-keV and
6-MeV by changing angle. The elevation structure was formed on the surface of Si and Ge at 0° irradiation. String and
ripple structures were formed by tiled irradiation. It is assumed that formation of those structures is influenced by cluster

ion beam irradiation.
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Figure 1. Surface SEM images of Si and Ge irradiated
with 540-keV Ceo?* beams.
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Figure 2. Cross-sectional TEM images (BF) and high
resolution images (HR) of Si irradiated with 540-keV
Ceo?* beams at 60° to a dose of 5x10' ions cm™2.
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	図1は540 keV C602+を0 、60 で照射したSi、Geを、観察角度0 で見た表面のSEM像である。クラスターイオンビームを照射するとSiとGeどちらにも、凹凸構造、ひも状構造、リップル構造の3種類の構造形成が確認された。照射角度0 では、SiとGeで類似した構造が形成されていた。単原子イオンビーム照射では、Siでの構造形成は確認されていないが、クラスターイオンビームでは観察された。これは、クラスターイオンビーム照射による生成点欠陥の高密度化によって形成された可能性があるが、現在のところ...

